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(57) Abstract

In a process for smoothing the surface of a ceramic substrate to be coated with a thin film, in particular a film with a semi-
conductor and/or transistor function, the substrate is smoothed by grinding, polishing or the like, then coated with a vitreous,
poreless layer and finally this vitreous, poreless layer is polished once again.

(57) Zusammenfassung

Bei einem Verfahren zum Erzeugen einer glatten Oberfléche eines keramischen Substrates fiir die Beschichtung mit einer
diinnen Schicht, insbesondere einer Schicht mit einer Halbleiter- und/oder Transistorfunktion soll das keramische Substrat durch
Schieifen, Polieren od. dgl. gegldttet und sodann mit einer glasartigen, porenfreien Schicht belegt werden. Danach wird diese

glasartige, porenfreie Schicht nochmals poliert.
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Verfahren zum Erzeugen einer glatten Oberfliche eines
keramischen Substrates

Stand der Technik

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Erzeugen einer
glatten Oberfldche eines keramischen Substrates fir die
Beschichtung mit einer diinnen Schicht, insbesondere einer
Schicht mit einer Halbleiter- und/oder Transistorfunktion.

In vielen Anwendungsfdllen ist es wiinschenswert, inte-

grierte Schaltungen mit Halbleiterschichten auf einem

isolierenden Substrat aufzubringen. Hierzu bieten sich

als isolierende Substrate insbesondere keramische Substrate
an. Diese keramischen Substrate haben jedoch wiederum

den Nachteil, daB ihre Oberfldche relativ rauh und pords
ist, so daB die eigentliche Halbleiterschicht keine gleich-
mdBige Dicke {iber ihre gesamte Fliche aufweist. Auch das
Aufbringen und die Eigenschaften der Halbleiterschicht

im Dinn- oder Dickschichtverfahren werden durch die rauhe
Oberflédche des keramischen Substrates negativ beeinfluBt.

Aus der DE-AS 25 26 553 ist eine elektronische Schicht-
schaltung bekannt, bei der auf einem Substrat eine Schal-
tungsebene in Diinnschichttechnik aufgebracht und von einer
benachbarten in Dickschichttechnik hergestellten Schaltungs-
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ebene durch eine Isolierschicht aus amorphem Glas getrennt
ist. Hierdurch sollen die Vorteile der Dickschichtschaltung
mit denen einer in Diinnschichttechnik hergestellten Schal-
tungsebene verbunden werden. Sollte es sich jedoch bei

dem Substrat um ein keramisches Substrat handeln, so bleiben
die oben beschriebenen Nachteile beziiglich der in Diinn-
schichttechnik aufgebrachten Schaltungsebene bestehen.

In der DE-OS 23 25 774 wird ein mit einer oberflidchenglatten
Schicht bedeckter oberfldchenrauher K&rper, insbesondere
ein Ferritkern aufgezeigt, bei dem als Zwischenschicht
auf dem oberfl&chenrauhen Korper ein vorzugsweise niedrig
schmelzendes Glaslot aufgebracht ist. Dabei bildet das
aufgeschmolzene Glaslot einen porenlosen Uberzug und ist
derart glatt, daB alle in Frage kommenden Bearbeitungs-
techniken zur Erzeugung von Leiterbahnen, n3mlich Laser-
strahl-Behandlung, Siebdruck-Technik, Maskentechnik und
das Atzverfahren, mdéglich sind. Somit bezieht sich dieses
Verfahren nicht auf die Herstellung von einer Schicht
mit einer Halbleiter- und/oder Transistorfunktion auf

- einem isolierenden Substrat.

Vorteile der Erfindung

Das Verfahren mit den Merkmalen des Hauptanspruchs bein-
haltet dagegen, daB das keramische Substrat zuerst durch
Schleifen und Polieren od. dgl. MaBSnahmen geglittet und
sodann auf dieses gegldttete keramische Substrat eine
glasartige, porenfreie Schicht aufgebracht wird. Bévorzugt
wird danach diese aufgebrachte glasartige, porenfreie
Schicht nochmals poliert. Hierdurch wird eine absolut
glatte und ebene Oberflidche erzeugt, so daB Schichten
mit einer Halbleiter- und/oder Transistorfunktion ohne
weiteres aufgebracht werden kGnnen. Derartige Schichten
sind beispielsweise CdSe (Cadmium-Selenid)- Schichten

14
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und undotierte oder dotierte a-Si:H (amorphe Silicium-
schichten mit hohem Wasserstoffgehalt). Diese letztgenannten
Schichten werden in der Regel nach physikalischen oder

chemischen Verfahren, z.B. Aufdampfen, plasmaunterstiitzte

Glasphasenabscheidung usw., aufgebracht.

Als keramisches Substrat wird bevorzugt Polytitanat verwen-
det, jedoch soll hierauf die Erfindung nicht beschrinkt

sein.

Als Verfahren zum Aufbringen der glasartigen, porenfreien
Schicht soll bevorzugt das Dickschichtverfahren angewendet
werden. Nihere Angaben iiber dieses Verfahren finden sich

in der oben genannten DE-AS 25 26 553 bzw. dem dort genann-
ten Stand der Technik.

Als weiteres bevorzugtes Verfahren zum Aufbringen der
glasartigen, porenfreien Schicht wird die chemische oder
plasmaunterstiitzte Gasphasenabscheidung des SiO2 genannt.
Hierdurch lassen sich insbesondere sehr diinne Schichten

erzeugen.

Als letztes noch bevorzugtes Verfahren soll das Aufbringen
einer CVvD-Si-Schicht (CVD = Chemical Vapor Deposition)
genannt werden, die anschlieBfend durch thermische Oxidation

in SiO2 umgewandeltrwird.
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Patentanspriiche

1. Verfahren zum Erzeugen einer glatten Oberfldche eines
keramischen Substrates fiir die Beschichtung mit einer
diinnen Schicht, insbesondere einer Schicht mit einer Halb-
leiter- und/oder Transistorfunktion, dadurch gekennzeichnet,
daf das keramische Substrat durch Schleifen, Polieren

od. dgl. gegldttet und sodann eine glasartige, porenfreie

Schicht aufgebracht wird.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,
daB die aufgebrachte glasartige, porenfreie Schicht poliert
wird.

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet,
dafl als keramisches Substrat Polytitanat verwendet wird.

4. Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 3, dadurch
gekennzeichnet, daB auf das gegldttete keramische Substrat
als glasartige, porenfreie Schicht ein Glas in Dickschicht-
technik aufgedruckt wird.

5. Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 3, dadurch
gekennzeichnet, daB8 auf das geglédttete keramische Substrat
als glasartige, porenfreie Schicht SiO2 mittels chemischer
oder plasmaunterstiitzter Gasphasenabscheidung aufgebracht
wird.

-
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6. Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 3, dadurch
gekennzeichnet, daB auf das gegldttete keramische Substrat
eine Sioz-Schicht aufgebracht wird, die durch thermische
Oxidation einer im CVD-Verfahren hergestellte Si-Schicht

gewonnen wird.
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